FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

N-Kanal-Dual-Gate-MOSFET

SM 200, SME 992,
SME 994, SME 996

Mikroelektronik .,Anna Seghers” Neuhaus

Grenzwerte SM 200

Kurzcharakteristik

Drain-Source-Spannung Ups —-0,3...+20 A%
Gate-Source-Spannung Ugis, Ugas ~-0,3...+15 v
Drainstrom Ip 30 mA
Verlustleistung Piot 300 mW
Betriebstemperaturbereich 8, 0...70 °C
Elektrische Kennwerte SM 200
KenngroBe Einstellwerte

Ups Ugis Uss Ip f 9y

vl V] vl [mA]  [MHz] [*C]
Gatereststrom Igiss = 10pA 0 15 0 - - 70
Gatereststrom Igass =10pA 0 0 15 - - 70
Gate-1-Spannung im Ap Ugis  1,5-3,5V 10 - 10 11 - 25
Schwellspannung Ugsst 0,1-2V D) 10 b)) 0,01 - 25
Vorwirtssteilheit S 12-24mS 10 2) 10 12 - 25
Leistungsverstirkung G, 20-35dB 10 2 10 12 200 25
Regelumfang AG, =35dB 10 B 0-10 0-12 200 25
Stérspannung fiir KM Usier 200mV 10 2) 10 12 D] 25
Rauschfaktor F =4,5dB 10 2) 10 12 200 25
Eingangskapazitit Cyi =3pF 10 2 10 12 200 25
Ausgangskapazitat Ca =2pF 10 0 0 - 200 25
Riickwirkungskapazitit  Ci, =50 pF 10 ) 10 12 200 25
Gate-2-Kapazitiit Co = 5pF 0 0 2,1 4,5 200 25
Mischverstiarkung Gpm =7dB 10 2 2,1 4,5 200 25
1) Ip wird iiber Ugas, Ups eingestellt 2) Ip wird iber Ug;s eingestellt
3) Maximalwert bei Ugosmax €instellen
4) fyuz = 200 MHz, unmoduliert; fsisr = 221 MHz, 80 % mit 1 kHz moduliert
Grenzwerte SME 992, 994 und 996

SME 992 SME 994 SME 996
Drain-Source-Spannung Ups 20 \'
Drainstrom Ipav 40 30 30 mA
Gate-1-Strom T Igs 30 mA
Gate-2-Strom +1g2s 10 mA
Gesamtverlustleistung Pyt 200 mwW
tams = 60 °C, auf Keramik-
substrat 8 X 10 X 0,6 mm?
Kanaltemperatur te 150 °C
Lagertemperatur | —65...+125 °C
Kennwerte SME 992, 994 und 996 (.., = 25°C)
SME 992 SME 994 SME 996

Vorwirtssteilheit Yais
bei Ups =10V, Ugys =4V,
I, =15mA, f=1kHz =20 - - mS
bei Ups =15V, Ugys =4V,
I, =10mA, f=1kHz - =15 =15 mS
Leistungsverstirkung G,
bei Upg = 15V, Ugas =4V,
I, =10 mA, =200 MHz,
G, =2mS, G, =0,5mS - =20 mS
beiUps =15V, Ugys =4V,
I, = 10 mA, f = 800 MHz,
G, =2mS,G =1mS - - =15 mS
Rauschzahl F
bei Ups =10V, Ugys =4V,
I, = 15mA, f=200 MHz,
{3, =2mS$ £25 - - dB
beiUpg =15V, Ugys =4V,
Ip=10mA, G, =2mS
f=200MHz - =238 - dB
f= 800 MHz - - =39 dB

® Der SM 200 (Bild 1, 2) besteht aus
zwei in Kaskade geschalteten Trio-
den in DMOS-Technologie,

® Die Typen SME 992 (fiir UKW-An-
wendung), SME 994 (fiir VHF-An-
wendung) und SME 996 (fiir UHF-
Anwendung) werden im Gehduse
SOT 143 (Bild 3) geliefert.

® Der Wirmewiderstand zwischen Ka-
nal und Umgebung Ry, (auf Kera-
mik 8 X 10 X 0,6 mm?) fiir die SME-
Typen betrigt 0,46 K/mW.

Applikationshinweise

® Beim SM 200 sind beide Gate-An-
schliisse mit internen Schutzdioden
versehen. Diese diirfen jedoch nicht
zur Begrenzung von in der Schal-
tung vorkommenden Uberspannun-
gen benutzt werden.

o Haupteinsatzgebiete sind HF-Ver-
starkerschaltungen, in denen es auf
hohe Verstirkung, groBen Regelum-
fang, geringe Riickwirkung, niedri-
ges Rauschen sowie Gro8signalfe-
stigkeit ankommt.
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Bild 1: Schaltbild SM 200
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Bild 3: MabBbild und Anschlufibele-
gung fiir die SME-Typen
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